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(54) TiUe: SPHERICAL OR GRAIN-SHAPED SEMICONDUCTOR ELEMENT FOR USE IN SOLAR CELLS AND METHOD 
FOR PRODUCING THE SAME; METHOD FOR PRODUCING A SOLAR CELL COMPRISING SAID SEMICONDUCTOR 
ELEMENT AND SOLAR CELL 

(54) Bezeichnung: KUGEL- ODER KORNFORMIGES HALBLEITERB AUELEMENT ZUR VERWENDUNG IN SOLARZEL- 
LEN UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG; VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER SOLARZELLE MTT HALBLEI- 
TERBAUELEMENT UND SOLARZELLE 



(57) Abstract: The invention relates to a spherical or grain-shaped 
semiconductor element for use in solar cells and to a method for pro- 
ducing said semiconductor element. The invention also relates to a 
solar cell comprising an integrated spherical semiconductor element, 
to a method for producing said solar cell and to a photovoltaic mod- 
ule comprising at least one solar cell. The semiconductor element 
is characterized in that a back contact layer and a I-UI-VI compound 
semiconductor are deposited on a spherical or grain-shaped substrate 
core. The I-IH-VI compound semiconductor is produced by apply- 
ing precursor layers and subsequent selenization or sulfurization. For 
producing a solar cell, a plurality of the inventive semiconductor ele- 
ments is introduced into a substrate layer from which they project on 
at least one face thereof. The substrate layer is stripped on one side, 
thereby exposing the back contact layer of most of the semiconduc- 
tor elements. This back contact layer can be contacted to the back 
contact of the solar cell while a front contact is provided on the side 
of the semiconductor elements that was not stripped. 

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein kugel- oder 
komf^rmiges Halbleiterbauelement zur Verwendung in Solarzellen 
und ein Verfahren zur Herstellung dieses Halbleiterbauelementes. 
Die Erfindung betrifft femer eine Solarzelle mit integrierten 
kugelfSrniigen Halbleiterbauelementen, ein Verfahren zur 
Herstellung dieser Solarzelle und ein Photovoltaikmodul mit 
wenigstens einer Solarzelle. Das Halbleiterbauelement zeichnet 
sich dadurch aus, dass auf einem kugel- oder 
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komfi5rmigen Substratkem eine RUckkontakt- und eine I HI-VI-Verbindungshalbleiterschicht abgeschieden sind. Der 
I-IH-VI-Verbindungshalbleiter wird durch Aufbringen von Precursorschichten und eine anschlieBende Selenisierung oder 
Sulfurisierung erzeugt. Mehrere der Halbleiterbauelemente werden zur Herstellung einer Solaizelle in eine Tragerschicht 
eingebracht werden, aus welcher sie auf wenigstens einer Seite herausragen. Die TiSgerschicht wird auf einer Seite abgetragen, 
so dass die RUckkontaktschicht der meisten Halbleiterbauelemente fineigelegt ist. Diese Ruckkontaktschicht kann in Kontakt 
mit einem Ruckkontakt der Solarzelle gebracht werden, wahrend auf der Seite der nicht bearbeiteten Halbleiterbauelemente ein 
Vorderkontakt aufgebracht wird. 



